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し、図 1(b)に示す原子構造を得た。STEM より、図 1(a)の D-D’部と E-E’部は原子構造
が異なることが分かっている。これはそれぞれ図 1(b)の左側、右側に対応するものと考
えられる。平成 30 年度は、この原子構造を用いて界面のキャリア移動特性評価を行う。 
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図 1 SiC/SiO2界面の STEM 像(a)と第一原理計算により得られた界面原子構造(b)。青球
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